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ご挨拶

第7回RCJ信頼性シンポジウムが平成9年11月5日（水）～7日（金）の3日間、 f電子ヂバイ

スの信頼性シンポジウムJ、fEOS/ESD／王MCシンポジウムjを軸として国際技術交流会、 JIS

環境試験規格に関するセミナー、信頼性向上技術フォーラム及び展示会を含め東京都大田

区産業プラザで開催致します。

電子デバイスの進展は自覚しく、高集積化・高機能化 E超微細化が急速に進んでいますが、

同時に一層の高信頼性も要求されています。一般に、機能や性能の向上と信頼性の向上と

はトレードオフにありますが、電子デバイスでは、相反する要求を同時に満足させることが求

められています。このような状況で、より高い信頼性を確保するためには、信頼性向上技術や

故障解析技術の高度化が必要となります。また、高機能化・超微細化に伴い過電圧（EOS）や

静電気放電（ESD)Iこ対する耐性も確実に低下しており、歩留りや信頼性向上のためには、現

象の理解とその対策が不可欠となっています。このような電子デバイス・電子装置を取巻く状

況を鑑み、信頼性技術・故障解析技術の向上、 EOS/ESD/EMC現象把握や対策技術向上の

ための研究・技術発表と討論の場を提供すること、またその中からIECやJISの新規格作成の

ためのテーマの発掘や資料の蓄積を図ることを目的として、本シンポジウムは企闇され、平成

3年度から開催されてきました。幸い多くの方々のご協力を得て、田を重ねる毎に内容が充実

してきでおり、若い参加者も増加し、順調に発展して参りました。

本シンポジウムは、米国EOS/ESDシンポジウムと欧州の電子デバイスの信頼性・故障解

析シンポジウム（ESREF）との優秀論文の交換を行っており、優秀論文の講演・討論を通して

国際技術交流を行っております。また、本シンポジウムで推薦され優秀論文は、いずれかのシ

ンポジウムに招待論文として招待されます。なお、米国EOS/ESDシンポジウムとは1994年

以来、欧州ESREFシンポジウムとは昨年から交流を進めております。

第7回RCJ信頼性シンポジウムは、第1日目の5日に、恒例の記念講演と優秀論文の表彰

式及び国際技術交流会が行われます。記念講演では、富士通研究所フエローの黒川兼行氏

からrアメリカは日本から何をどう学んだかJと題してご講演を頂きます。優秀論文の表彰式で

は、昨年の第6回RCJ信頼性シンポジウムの3件の優秀論文の表彰を行います。闇際技術交

流会では、 EOS/ESD国際シンポジウムと題し、 1996年米国EOS/ESDシンポジウム優秀論文、

1996年欧州ESREF優秀論文（Best Student Paper）の発表、引き続いて米国ESD協会による

チュトリアル講演があり、本シンポジウムの大きなトピックスで、す。なお欧州ESREFからの発表

は今年が最初となります。

6目、 7自には、「電子デバイスの信頼性シンポジウムJと「EOS/ESD/EMCシンポジウム」を

並行して開催いたします。「電子デバイスの信頼性シンポジウム」では、一般論文発表の他

に、 IECTC56で作成した「電子部品の故障率」に関する規格、及び「電子部品のストレススク

リーニングjに関する規格の解説があります。また、 IECSC47Aが作成しているricのTQMによ

る第三者認証制度JIこ関する解説があります。その他、 RCJ故障物理委員会のメンバーによる

fLSIの信頼性設計・評価用TEGJに関する特別セミナーを企画しました。「EOS/ESD/EMCシン

ポジウムJでは、 ESD評価試験方法とESD保護区域の接地に関する基礎セミナーがあります。



恒例により、平成8年及び9年に制定された環境試験方法に関するJIS規格の内容説明及び

最近のIEC環境試験方法に関する解説からなるセミナーを開催致します。

本年は、「信頼性向上技術フォーラムjと題して、 ESDや環境試験に関する専門家による講

演を新たに企画しました。

また、好評を頂いております「電子デバイス・装置の静電気対策・信頼性展示会jが、 23社

のご協力により開催致します。本年は出展会場を1F大展示場に移し、展示スペースを広く取

り余裕のある展示と致します。 EOS/ESD/EMC対策用資材・評価装置や信頼性・故障解析装

置やサービスに特化した展示会として、一層充実して展示を行います。同時に技術国製品紹介

のワークショップも行い、また相談コーナーも設けてありますので、遠慮なく出展社スタッフにご

質問等をお申し付け下さい。

以上のように、今年は参加者のお役に立つことを願い、多くの企Eをいたしました。本シンポ

ジウムは参加者の討論への積極的参加により支えられておりますので、皆様のご協力をお願

い致します。

最後に、企画や会場を始め種々ご尽力頂いた運営委員会、実行委員会、論文審査委員会、

関連TC国内委員会ならびに招待講演者、講師、発表者及び出展会社各位、さらに米国ESD

協会、欧州ESREF委員会、協賛諸国体の方々に心からお礼申し上げます。

平成9年11月

RCJ信頼性シンポジウム運営委員会

委 員 長 後 川 昭雄
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207 

215 

221 

229 

235 

243 



（付録）

出展社ガイド及び技術資料

出展社

株式会社アイテス

株式会社いけうち

エア・ブラウン株式会社

NTTアドバンステクノロジ株式会社

大坪電気株式会社

沖エンジニアリング株式会社

春日電機株式会社

株式会社クニコー

シシド静電気株式会社

シムコジャパン株式会社

ショーワ株式会社

住友スリーエム株式会社

瀧原産業株式会社

タバイエスペック株式会社

東京電子交易株式会社

株式会社東陽子クニカ

トレック・ジャパン株式会社

原因産業株式会社

阪和電子工業株式会社

ヒュ一夕、ルエレクト口ニクス
株式会社

株式会社平山製作所

ミドリ安全株式会社

（財）日本電子部品信頼性センター

取扱製品及び業務内容

半導体／しCD！こ関する「分析・解析・信頼性評
価Jの受託サービス

ドライフオゲ加j里ユニット、 AKIT（アキット）－C

回転衝撃試験装置、衝撃計測記録解析装、
電磁式小型振動加振器、｛也

BTA社CADツール： BTABER丁、 BSIMPro、
BERTしink、SIGMAPro、RelPro＋、 1/fNoise 
Parameter Extraction System 

静電気除電機器、材料等

251 

255 

257 

261 

265 

IC・部品・コネクタ・基板等の特性評価掴故障解・・・・・・・ 269 
析及び材料の分析・5式験サービス

電荷量測定器、表面電位測定器、高密度除 ・・・・・・・ 273 
電システム、除電器他

静電気測定器（表面電位計、電界計、エレクト ・・・・・・・ 277 
ロメータ等）

エアーイオナイザ一、静電気測定器
（表面電位測定器、電荷減衰器）

静電気除去装置、静電気測定器、導電性製
品

静電気対策手袋

静電気導電性マット、シールド＂＇ツゲ、エアーイオナイ
サ’一、静電気測定器等

Static Decay Meter 4060、シールドハ。ツクテスト装
置 431、ホ。－＇n'Jレ型抵抗計 385、静電防止材
「ス9ティサイド」

恒温恒湿器、イオンマイグレーション評価シス
テム

Model 7000 (ESD&Latch-up Tester）、
Model CDM-500E(CDM Tester) 

ウエハレベルESDテス夕、
ロボティックCDMテスタ

静電気測定器、吸引式小型帯電量測定装置、
高圧電源、静電気マルチチャンネルモ二宮リンクゅシステム

静竃気対策機器、計測器他

CDM試験器（自動測定）

静電気除去装置

プレツシヤ一クツ力一．
MODEし PC一422R7

静電靴チェッカー、静電靴、 ESD拡散性床材、 IGR
方式絶縁監視装置

品質認証業務、信頼性試験受託サービス等

(v) 

281 

285 

289 

293 

297 

301 

303 

307 

309 

313 

317 

321 

325 

329 

333 


